‘O Germanium-pnp-Legierungstransistor GS100

Der Transistor GS 100 (alte Bezeichnung OC B74) ist ein legierter Ge-pnp-
Flichentransistor in der Bauform A 1 nach TGL 11811 {(entspricht =~ TO-18-
Gehiuse).

Dieses Bauelement ist ein mittelschneller Ge-pnp-Schalttransistor.

Statische Kennwerte (fir }, = 25°C — 5 grd)

Kollektorreststréme
—lcgo = 60 <C 300 pA (bei —Uce
—lcao = 7= 15pA (bel —Ucp
—leggs = 4= 15pA (bel —Ugy

&Y g =0)
5y lg =0)
15V le = 0)

O |

Kollektoremitterspannung

=g = 25 =15V (bei Rpgg = 50 ki} —lc = 300 uA)

Gleichstromverstirkung

(bei —Ugg =05V —Uge < 0,5V =l = 50 mA)
B = 19—55 Gruppe b
B = 45—88 Gruppe ¢
B=72—145  Gruppe d

Restspannung Abmessungen

—Ucgres: = 0,5V (bei —lg = 50 mA)
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Keallektor-Emittersittigungsspannung bel —lc = 50 mA Grenzwerte (liir §, = 45 °C)

—Ucg e = 0,25V Gruppe b (bel —lg = 2,5 mA) —Ueg = 25V
~Uecpae < 0,25V Gruppe ¢ (bei —lg = 1,6 mA) —Ugg = 15V
—Ucp g = 0,25V Gruppe d (bei —lg =1 mA) —Ucgr= 15V, bei Rge = 50ki}
—Ic = 50 mA
Ubergangsfrequenz —le¢ = 150mA
=l = 10 mA
fr = 5= 15MHz (bei —Uce = 6V, —lc =1 mA) _I: =1mnr;a
IE = &0 mA
Schaltzeitkonstanten le = 150mA
= 1,8pus % = T75°C

hy =—=55...465°C
Einschaltzeitkonstante des Kollektorstromes in Emitterschaltung
a) bei Stromsteuerung t=15us

b) bei Spannungssteuerung =02 pus

Wirmewiderstand
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—lcpo als Funktion von {y

Bestellbezeichnung fir einen Transistor: Transistor GS 100 b mit einer Gleichstromverstirkung 29—55



